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จ านวนผู้ป่วยโรคเบาหวานในประเทศไทยปี 2551 - 2558

ปัจจบัุนมีจ านวนของผู้ป่วยในประเทศไทยท่ีเป็นโรคเบาหวานและเสยีชวีติจ านวนมาก ซ่ึงมีแนวโน้ม

เพ่ิมขึน้ทุกๆ ปีอย่างต่อเน่ืองนักวทิยาศาสตร์ได้คิดค้นน้ าตาลท่ีดีต่อสขุภาพคือ น้ าตาลหายาก แต่ใชร้ะยะเวลาใน

การผลตินานงานวจิยัน้ีได้มุ่งเน้นการพัฒนาระบบพลาสมาเจต็ท่ีแตกตัวของพันธะไฮโดรเจนในน้ าตาลฟรกุโตส

ไซรปัเพ่ือน าไปใชใ้นการพัฒนาลดระยะเวลาในการผลติของน้ าตาลหายากในอนาคต



วัตถุประสงค์

ออกแบบและสรา้งระบบเครือ่งพลาสมาเจต็ทีค่วามดนับรรยากาศเพือ่น ามาใชใ้นการแตกตวัของพนัธะ

ไฮโดรเจนในน้ าตาลฟรกุโตส

ขอบเขตการศึกษา

I. สร้างระบบโดยพัฒนาจากวงจรฟลายแบคคอนเวอรเ์ตอรร์วมกับวงจรควบคุมความถ่ี

II. ทดสอบระบบโดยยิงน้ าตาลฟรกุโตสไซรปั (Fructose Syrup) ท่ีเป็นน้ าเชือ่มแลว้ตรวจการแตกตัวพันธะ

ไฮโดรเจนในน้ าตาลฟรกุโตสไซรปั (Fructose Syrup)



ทฤษฎีและหลักการ

ถังก๊าซ โรตามิเตอร์ ห้องปรับแรงดัน
โปรบก าเนิด
พลาสมา

ชุดควบคมุอตัราการไหลของกา๊ซ

แหลง่จ่ายไฟฟา้แรงดนัสูงความถีสู่งชนดิกระแสสลบั

แหล่งจ่าย
ไฟฟ้าแรง

วงจรขับหม้อแปลง
ฟลายแบค

โมดูลก าหนด
สัญญาณ

หม้อแปลงไฟฟ้า
แรงดันสูง

วงจรอ่านค่าและแสดงผล
สถานะขณะท างาน

หน้าจอแอลซีดีที่แสดง

-ความถี่

-เปอร์เซ็นต์ดิวต้ีไซเคิล



ทฤษฎีและหลักการ

V V

การเกิดพลาสมาเจต็อาศัยหลกัการของค่า dielectric strength เป็นหลกั ท่ีน า Superlene ก้ันระหวา่งขัว้อเิลก็โทรดเพ่ือ

ไม่ให้เกิดการอารค์ และ อาศยัก๊าซ Ar ท่ีมีค่า dielectric strength ท่ีต่ ากวา่อากาศ จึงไม่เกิดการอารค์ผ่านอากาศ ท าให้เกิด

พลาสมาเจต็ท่ีมีอณุหภมิูต่ าท้ังยังชว่ยลดปัจจยัด้านพลงังานความรอ้นพิสจูน์วา่พลาสมาเจต็สามารถตัด H-bond เพียงอย่างเดียว 

และการออกแบบโปรบก าเนิดพลาสมาเจต็แบบ ring electrodes จึงท าให้พลาสมาเจต็ท่ีออกมาไม่เกิดการปนเป้ือนจากการแตกตัก

ของขัว้อเิลก็โทรด



V

0

0.2

0.4

0.6

0.8

1

30 40 50 60

ที่ความถ่ี 30 KHz

0

1

2

3

10 15 20 25

ที่ duty cycle  50%

จากการเก็บขอ้มูลค่าแรงดันไฟฟ้าออก(𝑽𝒐𝒖𝒕)ท่ีเป็นหน่วย KV จึงทราบ

แนวโน้มของตัวแปร ความถ่ี และ %duty cycle ท่ีมีผลต่อค่าแรงดันไฟฟ้าออก

(𝑽𝒐𝒖𝒕) จึงเลอืกความถ่ีท่ี 10 KHz และ duty cycle ท่ี 50% ท่ีไดค่้าแรงดันไฟฟ้า

ออก(𝑽𝒐𝒖𝒕)มากทีส่ดุที ่2.516 KV เป็นค่า Optimize ของเคร่ืองเพ่ือน าไปดิสชาร์ตใน

ขั้นตอนต่อไป

ทฤษฎีและหลักการ



วิดีโอยิงพลาสมาเจ็ต

https://drive.google.com/open?id=15gZH6RvidsVt7csot6IRyLRpZ1N-Od3i



การดิสชาร์ตพลาสเจ็ตลงบนน้ าตาลฟรุกโตสไซรัป

V

โดยก าหนดตัวแปรการดิสชารต์พลาสเจต็ลงบนน้ าตาลฟรกุโตส

ไซรปัโดยใชค่้า Optimize ท่ีมีค่าแรงดันไฟฟ้าออก (𝑽𝒐𝒖𝒕) เท่ากับ 2.516 KV

ของระบบพลาสเจต็ท่ีทางผู้จดัท าได้พัฒนาขึน้ดังน้ี

ตัวแปรของระบบพลาสเจต็

• ความถ่ี 10 KHz

• duty cycle 50 %

ตัวแปรของน้ าตาลฟรกุโตสไซรปั

• ระยะเวลา 20 นาที

• ปริมาณ 15 มิลลลิติร



วิดีโอดิสชาร์ตพลาสเจ็ตลงบนน้ าตาลฟรุกโตสไซรัป

https://drive.google.com/open?id=1qROPK5MCVC7CstoG0yTme7uA-Y6TuuUS
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ผลการวิเคราะห์น้ าตาลฟรุกโตสไซรัปจากเคร่ือง FTIR
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ผลการวิเคราะห์น้ าตาลฟรุกโตสไซรัปจากเคร่ือง FTIR



ล าดับคู่พันธะไฮโดรเจน พลังงานก่อนดิสชาร์ตพลาสเจ็ต(Abs) พลังงานหลังดิสชาร์ตพลาสเจต็(Abs)

ล าดับคู่ท่ี 1 (O-H) 3250.4 3251.3

ล าดับคู่ท่ี 2 (O-H) 1637.1 1636.7

ล าดับคู่ท่ี 3 (O-H,C-H) 1413.2 1414.1

ล าดับคู่ท่ี 4 (-OH) 1344.1 -

ล าดับคู่ท่ี 5 (C-O,C-H) 1252.6 1250.4

ล าดับคู่ท่ี 6 (C-H) 979.0 978.9

จากผลทดสอบด้วยเครือ่ง FTIR พบวา่มีการแตกตัวของคู่พันธะไฮโดรเจนในน้ าตาลฟรกุโตสไซรปัท่ีได้

ท าการดิสชารจ์อย่างเห็นได้ชดัอยู่ 1 คู่พันธะ ล าดับคู่ท่ี 4 (-OH) ท่ีมีพลงัาน Abs ลดลงจนเครือ่ง FTIR ไม่

สามารถอา่นผลได้ จึงสามารถสรปุผลได้วา่ระบบพลาสเจต็ท่ีพัฒนาวา่สามารถแตกตัวของคู่พันธะไฮโดรเจนใน

น้ าตาลฟรกุโตสไซรปัได้

ผลการวิเคราะห์น้ าตาลฟรุกโตสไซรัปจากเคร่ือง FTIR



สรุปผลการด าเนินงาน

จากระบบพลาสมาเจ็ตท่ีผู้วิจยัได้ท าการพัฒนาขึน้น้ันสามารถเกิดพลาสมาเจ็ตได้ และพบว่า

พลาสมาเจ็ตท่ีออกมาสามารถท าให้เกิดการแตกตัวของคู่พันธะไฮโดรเจนในน้ าตาลฟรกุโตสไซรปัได้

จากผลทดสอบของเครือ่ง โดยไม่มีปัจจยัพลังงานความรอ้นมาเก่ียวขอ้งในการการแตกตัวของพันธะ 

และน้ าตาลฟรกุโตสไซรปัไม่เกิดการเสียหายหรอืไหม้หลังจากดิสชารต์น้ าตาลฟรกุโตสไม่เกิด ซ่ึงได้

ตรงกับผลลัพธท่ี์ทางผู้วิจยัต้องการ



ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง

• ควรใชว้งจรอืน่แทนตวัฟลายแบคคอนเวอรเ์ตอร์ (Flyback Converter) เน่ืองจากตัวฟลายแบคคอน

เวอรเ์ตอร ์(Flyback Converter) แบบเจาะจงย่ีห้อและรุน่น้ันจะท าให้ยากต่อการหาซ้ือตามท้องตลาด

ในปัจจบัุนควรจดัท าขึน้มาเอง แต่จะยากต่อการท าและใชเ้วลานานในการจดัท านาน

• ควรพฒันาใหส้ามารถมแีรงดนัไฟฟา้ออก (𝑽𝒐𝒖𝒕) มากกวา่ 8 KV เพ่ือให้มากกวา่ค่า dielectric 

strength จะไดเ้กิดสนามไฟฟ้าภายโปรบ ท าให้โปรบงา่ยต่อการออกแบบและท่ีความปลอดภยัในการ

ใช้งานเพิม่ขึน้


